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(57) Abstract: Each memory
Y cell is a memory transistor which
is provided with a gate electrode
/ (2) on the upper surface of a
semiconductor body. Said gate
electrode is disposed in a trench
between a source area (3) and a
drain area (4) which are formed
in the semiconductor material.
The gate electrode is separated
from the semiconductor material
by dielectric material. A series
of oxide nitride-oxide layers (5,
6. 7) is disposed between the
source area and the drain area and
between the drain area and the
gate electrode in order to capture
charge carriers on the source and
drain.
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(57) Zusammenfassung:

Jede  Speicherzelle ist ein

Speichertransistor, der an einer
Oberseite eines Halbleiterkorpers mit einer Gate-Elektrode (2) versehen ist, die in einem Graben zwischen einem Source-Bereich
(3) und einem Drain-Bereich (4) angeordnet ist, die in dem Halbleitermaterial ausgebildet sind. Die Gate-Elektrode ist von dem
Halbleitermaterial durch dielektrisches Material getrennt. Zumindest zwischen dem Source-Bereich und der Gate-Elektrode und
zwischen dem Drain-Bereich und der Gate-Elektrode ist eine Oxid-Nitrid-Oxid-Schichtfolge (5, 6, 7) vorhanden, die fiir das
Einfangen von Ladungstrigern an Source und Drain vorgesehen ist.
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